	Data
	Godzina
	Ilość minut
	Posiłki/
przerwy
	Nazwisko
	Tytuł

	26.04.08

Sobota
	13:30
	
	Obiad
	
	

	
	14:45
	15
	Otwarcie
	PROF. JACEK KOSSUT
	

	
	15:00-15:45
	45
	S1
	Dr Hubert Piwoński, ICHF
	Budowa i możliwości pomiarowe skaningowego mikroskopu fluorescencyjnego

	
	15:45 – 16:15
	30
	S2
	PROF. WIESŁAW STRĘK
INTiBS PAN
	Wytwarzanie i własności fizykochemiczne nanosferycznych cząsteczek typu „core shell”

	
	16:15 – 16:45
	30
	S3
	Prof. Andrzej Jezierski, IFM PAN
	Struktura elektronowa  półprzewodników-obliczenia z pierwszych zasad

	
	17:30
	
	Kolacja
	
	

	
	18:30
	
	Spotkanie Dyrektorów
	
	

	27.04.08
Niedziela

27.04.08
Niedziela
	8:00 – 9:00
	
	Śniadanie
	
	

	
	9:00 – 9:30
	30
	N1
	PROF. TADEUSZ Suski

UNIPRESS
	Szczególne własności fizyczne półprzewodników azotkowych i ich struktur kwantowych

	
	9:30 – 10:00
	30
	N2
	Prof. Michał Leszczyński, UNIPRESS
	Technologie półprzewodników azotkowych w IWC PAN i TopGaNie



	
	10:00 – 10:30
	30
	N3
	Dr Agata Kamińska
IF PAN

	Badania wewnętrznych pól elektrycznych w dopasowanych sieciowo strukturach kwantowych GaN/AlInN

	
	10:30 – 11:00
	30
	Kawa
	
	

	
	11:00 – 11:45
	45
	N4
	Dr inż. Krzysztof Noworyta
ICHF PAN
	Zastosowanie czujników ChemFET i ChemHEMT na bazie struktur szerokopasmowych półprzewodników GaN, ZnO i heterostruktur AlGaN/GaN pokrytych selektywnymi membranami polimerów do wykrywania związków organicznych o znaczeniu biologicznym

	
	11:45 – 12:30
	45
	N5
	Prof. F. Stobiecki
IFM PAN
	Wielokrotne warstwy NiFe/Au/Co/Au – struktura magnetyczna i jej modyfikacja

	
	13:00
	
	Obiad
	
	

	
	15:45 – 16:15
	30
	N6
	Dr Leszek Gładczuk
IF PAN
	Magnetyczne złącza tunelowe Co/MgO/Co



	
	15:00 – 15:30
	30
	N7
	Dr hab. Piotr Bogusławski
IF PAN
	Domieszki w ZnO

	
	15:30 – 16:00 
	30
	N8
	dr Eliana Kamińska

ITE
	Domieszkowanie 
cienkich warstw ZnO na typ p

	
	16:00 – 16:15
	15
	Kawa
	
	

	
	16:15 – 17:00
	45
	N9
	Dr Elżbieta Guziewicz

IF PAN
	Technologia ALD półprzewodników II-VI w IF PAN

	
	17:00 – 17:45
	45
	N10
	Prof. Marek Godlewski
IF PAN
	Hybrydowe struktury ZnO/materiał organiczny

	
	17:45 – 18:15
	30
	N11
	Dr inż. Lech Dobrzański
ITME
	Technologia diod z barierą Schottky’ego i tranzystora MESFET z węglika krzemu

	
	19:30
	
	Uroczysta Kolacja
	
	

	28.04.08
Poniedz.
	8:00 – 9:00
	
	Śniadanie
	
	

	
	9:00 – 9:45
	45
	P1
	Prof. Tomasz Wojtowicz
IF PAN
	Otrzymywanie i Własności Nanodrutów ze związków półprzewodnikowych opartych na cynku

	
	9:45 – 10:15
	30
	P2
	Dr P. Chomiuk
IFM PAN
	Antyferromagnetyczne sprzężenie wymienne w warstwach wielokrotnych Fe/Si

	
	10:15 – 11:30
	15
	Kawa
	
	

	
	11:30 – 12:30
	60
	
	SESJA „round table discussion”

	
	13:00
	
	Obiad
	
	

	
	14:00
	
	autobus
	
	


